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«“ RET]FICADOR MOLECULAR CONTROLADO™ _

O presente pedido de patente de invengio
trata-se de um nanodispositivo eletr6nico, Retificador Molecular
Controlado, que possui uma arquitetura de trés pontas e objetiva retificar e
bidirecionar o fluxo de corrente elétrica, podendo ser utilizado como chave,
comutador e regulador em um circuito eletrdnico.

O objeto desta patente  agrega
caracteristicas inerentes de trés outros dispositivos semicondutores tipicos
baseados em Silicio, a saber: Diodo Zener, Tiristor Retificador Controlado
e Tiristor Interruptor Triodo AC (TRIAC), sendo eles semicondutores
inorgdnicos que operam sob polarizagio revefsa, polarizagdo direta
disparada por gatilho ou bipolarizado reversa e diretamente disparado por
gatilho, respectivamente.

Os dispositivos tipicos atuais, como o0s
citados acima destinam-se totalmente no emprego da eletronica e possuem
limitag3es de operagéo inerentes de sua fabricagéio e composigéo por serem
basicamente constituidos por Silicio. Outra desvantagem apresentada por
esses dispositivos eletronicos sdo perdas mensuraveis de energia em
decorréncia do seu aquecimento.

Tendo em vista esses problemas e no
propésito de supera-los foi desenvolvido um nanodispositivo, Retificador
Molecular Controlado, que possui sua fabricagdo simplificada através de
sintese quimica e, dependendo do modo de operagdo, exibe caracteristicas
elétricas do Diodo Zener, Tiristor Retificador Controlado e Tiristor
Interruptor Triodo AC (TRIAC). A aplicagdo de uma voltagem na molécula
porta/gatilho superior a barreira de potencial existente no anel aromatico

central, resulta no transporte de cargas no sentido da molécula principal.
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Entretanto, o efeito retifica_(_!gr da (_:_orrentgeléh‘iqa serd observado somente
éém a ;f)licaqéd da voltagem na molécula principal, neste caso o sentido do
transporte de cargas dependera da polaridade aplicada nos eletrodos da
molécula principal. Outro diferencial em relagio aos similares orgéanicos,
consiste na inédita capacidade de ser utilizado como qualquer um dos trés
dispositivos citados acima de acordo com a necessidade que o circuito
eletrénico requer.

Os desenhos anexos mostram a disposigio
do Retificador Molecular Controlado, objeto do presente pedido de patente,
nos quais:

A fig.1 mostra-o em vista planar com seus
elementos e ligagdes quimicas: Carbono (C), Hidrogénio (H), Oxigénio
(0), Enxofre (S) e Nitrogénio (N);

A fig.2 mostra a representagéo estilizada do
dispositivo montado sobre um substrato e conectado a pontos quénticos de
ouro simulando eletrodos;

A fig.3 mostra o grifico das curvas
caracteristicas IxV (corrente vs. voltagem) do retificador;

A fig4 mostra o grafico das curvas
caracteristicas CxV (capacitancia vs. voltagem) do retificador;

De conformidade com as ilustragdes das
figuras acima relacionadas, a invengdo, consiste de um conjunto molecular

distribuidos espacialmente na vertical e horizontal, nesta Gltima temos a

molécula de gatilho ou porta (1), composta basicamente de oligobmeros e

conectada a molécula principal (2) na vertical, ambas sdo polimeros
conjugados compostos de anéis aromaticos dopados com grupos atdmicos

doadores (3) e aceitadores (4) de elétrons. Este conjunto molecular (1) e (2)
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pode ser montado sobre um substrato isolante (5) e conectado a pontos

quanticos de ouro (6) e posteriormente a eletrodos condutores. Sendo que

as medigdes sinuladas comiputacionalmente neste ultimo nos fornecem

curvas caracteristicas IxV e CxV medidas nos lados esquerdo (7) e direito

(8) da molécula principal do Retificador Molecular Controlado.

%
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REIVINDICACAO

1. “Retificador Molecular Controlado” é caracterizado por um conjunto
molecular distribuido espacialmente na vertical e horizontal, cujo polimero
conjugado semicondutor disposto na horizontal € uma molécula de gatilho ou
porta (1) conectada a molécula principal (2) na vertical, cujo polimero

conjugado é composto de anéis aromaticos.

2. “Retificador Molecular Controlado”, a molécula principal de acordo
com a reivindicacdo 1 € caracterizada por anéis aromaticos dopados com

grupos moleculares doadores (3) e aceitadores (4) de elétrons.

3. “Retificador Molecular Controlado” de acordo com a reivindicacéo 1 é
caracterizado pelo fato de que um conjunto molecular (1) e (2) € montado
sobre um substrato isolante (5) e conectado a pontos quanticos de ouro (6) e

posteriormente a eletrodos metalicos.

Peticéo 870200162183, de 28/12/2020, pag. 7/20



Fig.2

L




T T T ¥ I
- A/ \.A u
4 < K
| . « I
- /A/ .A\ o
<] £
: < ;M F
A r
i 94 -
| <]
4 L
w o
A 1)
P2
e 44
- Mw - Y
-4 ™~ -
4 <
5 / 4 { w\ ©
4 H o
- ]
4% |
R A\A\\A /A;A/A_/ -+
<« <
S 2
O ® 9 ®w o W o un
o - - Q < <Q v )

() syuani0n

Tens&o (V)

Fig.4

T T L ¥ T LIRS T T T v A
. AA -
e

.
\4 /IA/A o
~ 3 i
= A [~
o
A|I|..||\|||IIA i
- [=]
A/’JA
‘.”IA/ i
- »At =T
AA '
1 <0
i e
ppld
i s
! 3
,. 7]
el
- A\A <
&
T L L A @
S 2 8 8 2 § g
o o [=] [=3 o 1= o

Em.v_ elougpoede)

F enséo (V)



	Folha de Rosto
	Relatório Descritivo
	Reivindicações
	Desenhos

		2021-08-12T14:36:17-0300
	INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
	Documento assinado digitalmente


		2021-08-14T07:43:36-0300
	INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial
	Documento assinado digitalmente




